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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47E: Dispositifs discrets a
semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/210/FDIS 47E/215/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor
ayant abouti a I'approbation de cet amendement.

ion sur le vote

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de s
pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

e sera

* reconduite;

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47E: Discrete semiconductor devices,
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/210/FDIS 47E/215/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
on voting indicated in the above table.

d in the report

The committee has decided that the contents of the base publicatiof
remain unchanged until 2004. At this date, the publication will bg

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

AN

Page 57
Add the following new §

5.8 Peak off-s

a) Purpose

To measure
specified
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b) Schéma de circuit

Méthode a courant continu

T Rs

o .
Vo= N

T2 - Va
EC 689/02

Méthode a courant alternatif

IEC 690/02

c)

tension iryverse\entre les bornes.
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b) Circuit diagram

DC method

T1 Rs

vV = VA

T2 - 0

689/02

AC method

IEC 690/02

Rg Current limiting res

R¢ Current de@

c) Measuremg

The peak~qff-state current (/pg)) is measured again with inverted polarity of the output
terminals (TT\T2) by applying the reverse voltage/current between the terminals.
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2) Méthode a courant alternatif

Le courant de créte a l'état bloqué (/pry) est mesuré a la tension de créte a I'état
bloqué spécifiée avec la tension a courant alternatif a rectification a simple alternance
avec la fréquence de ligne a courant alternatif commerciale, qui est appliquée entre
les bornes de sortie a I'état bloqué.

Le courant de créte a l'état bloqué (/pgy) est mesuré a nouveau avec la polarité
inverse des bornes de sortie (T1, T2) au moyen de l'application du courant/de la
tension inverse entre les bornes.

A
Tension spécifiée
/\ /\ de créte a I'état blogu
Temps
A

IEC 691/02

Tension

Courant

tension fc@ ‘
2) Dans le cas/dg

2) Température ambiante (T,,,)-

5.9 Tension de créte a I'état passant (Vqy)

a) Objet

Mesurer la tension de créte a I'état passant entre les bornes de sortie a I'état passant
dans des conditions spécifiées, lorsque le courant spécifié a I'état passant est appliqué
entre les bornes de sortie a I'état passant.
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2) AC method

d) Requirements

The peak off-state current (Ipgy) is measured at the specified peak off-state voltage
with the half-wave-rectified a.c. voltage with commercial a.c. line frequency, which is
applied between the output terminals in off-state.

The peak off-state current (/pgp) is measured again with inverted polarity of the output
terminals (T1, T2) by applying the reverse voltage/current between the terminals.

A
Voltage

—_ —_— — — — Specified peak
off-state voltage

Time

A
Current

IEC 691/02

1) The measurem off-state current uses two forced-voltage
polarities (T1 - 2 .

2) In the ca p ' sfew rate of the applied d.c. voltage between the
output ter 5 ) should hot exceed the critical rate of rise of the off-state
voltage (d W/d
In the case 3 , the rate of change (dV/dt) of the applied sine-wave-
voltagé be S put terminals (T1, T2) should not exceed the critical rate of
ris ~ )

e) Specified
1) Peak 0
2) Ambient te

5.9 Peak on-state voltage (V1)

a) Purpose

To measure the peak on-state voltage between the output terminals in on-state under
specified conditions, when the specified on-state current is applied between the output
terminals in on-state.
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b) Schéma de circuit

Méthode a courant continu

Rs2

T2 Y a

IEC 692/02

Méthode a courant alternatif

1)

Méthode a~courant continu

Le courant direct d'entrée spécifié (/g) est appliqué pour I'établissement de la sortie.
Par la suite, le courant spécifié a I'état passant est appliqué entre les bornes de
sortie.

On mesure la tension entre les bornes de sortie (tension de créte a I'état passant
(V1m))- La tension entre les bornes de sortie est mesurée a nouveau avec la polarité
inversée des bornes de sortie (T1, T2) au moyen de l'application de la tension/du
courant inverse entre les bornes.

Une source de courant constante peut étre utilisée a la place d'une source de tension
constante du cété de l'entrée.

Méthode a courant alternatif

Le courant direct d'entrée spécifié (/g) est appliqué pour I'établissement de la sortie.
Par la suite, la tension a courant alternatif a rectification a simple alternance avec la
fréquence de ligne a courant alternatif commerciale est appliquée entre les bornes de
sortie. On mesure la tension entre les bornes de sortie (tension de créte a I'état
passant (V1)) au courant de créte a I'état passant spécifie.
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b) Circuit diagram

DC method

Rs2

T2 Y a

IEC 692/02

AC method

Rs4, Rgo Current limiting registers

R Current detg€ting resi

R, Resistor to triac T ging off-voltage

D, Diode for decrgasing g i

NOTE R, should b ately 0 adjust the voltage between the terminals, which is caused by the

c) Measurementipro

1)

DC method

The specified input forward current (/g) is applied to turn on the output, after which
the specified on-state current is applied between the output terminals.

The voltage between the output terminals (peak on-state voltage (V1)) is measured.
The voltage between the output terminals is measured again with inverted polarity of
the output terminals (T1, T2) by applying the reverse voltage/current between the
terminals.

A constant current source may be used instead of a constant voltage source on the
input side.
AC method
The specified input forward current (/¢) is applied to turn on the output, after which
the half-wave-rectified a.c. voltage with commercial a.c. line frequency is applied

between the output terminals. The voltage between the output terminals (peak on-
state voltage (V1)) is measured at the specified peak on-state current.
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La tension entre les bornes de sortie est mesurée a nouveau avec la polarité inversée
des bornes de sortie (T1, T2) au moyen de l'application de la tension/du courant
inverse entre les bornes.

Une source de courant constant peut étre utilisée a la place d'une source de tension
constante du cété de l'entrée.
Tension

Tension de créte

ﬂ _____ m C alétat passant
A

Temps

A
Courant

Courant spécifié gé'¢ré

/\ _____ /\ ~ T al'état passant

La méthode de mesure de la tensie
tension forcée (T1-T2 et T2-T1).

Conditions spécifiées

Prescriptions

1) Courant de créte
2) Courant direct d
3) Température a

v/ = UA

T2 - o

IEC 695/02

Rs Reésistance a limitation de courant

Figure 30 — Circuit de mesure pour courant continu a I'état bloqué
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